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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャン電極、サスティン電極、及びアドレス電極を備えるＰＤＰ（プラズマディスプ
レイパネル）の駆動方法において、
　セットアップ期間に、前記スキャン電極に所定の壁電荷を生成させるランプアップ波形
のリセットパルスを前記スキャン電極に供給する第１の段階と、
　前記セットアップ期間に、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らす
パルスとして、基底電圧からサスティンパルスの電圧レベルまで上昇するランプアップ波
形のパルスを前記サスティン電極に供給する第２の段階と、
　セットダウン期間に、ランプダウン波形のリセットパルスを前記スキャン電極に供給す
る第３の段階と、
　前記セットダウン期間とアドレス期間に、所定のレベルの直流電圧を前記サスティン電
極に供給する第４の段階とを有し、
　前記第２の段階において前記サスティン電極に供給されるランプアップ波形のパルスは
、前記スキャン電極に供給されるランプアップ波形のリセットパルスの傾きよりも小さい
傾きを有すると共に、前記スキャン電極に供給されるランプアップ波形のリセットパルス
のピーク電圧レベルよりも小さいピーク電圧レベルを有することを特徴とするＰＤＰ駆動
方法。
【請求項２】
　前記第１の段階は、各サブフィールドで壁電荷発生を安定化させるために、
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　前記サスティンパルスの電圧レベルより高いピーク電圧レベルまで上昇する前記ランプ
アップ波形のリセットパルスを前記スキャン電極に供給する段階と、
　前記ピーク電圧レベルを維持する直流電圧を前記スキャン電極に供給する段階とを含む
することを特徴とする請求項１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項３】
　前記第２の段階は、前記スキャン電極に供給されるランプアップ波形のリセットパルス
の上昇区間の後に、基底電圧からサスティンパルスの電圧レベルまで上昇するランプアッ
プ波形のパルスを前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項２記載のＰＤＰ
駆動方法。
【請求項４】
　前記第２の段階は、前記ピーク電圧レベルを維持する直流電圧が前記スキャン電極に供
給されている間に、基底電圧からサスティンパルスの電圧レベルまで上昇するランプアッ
プ波形のパルスを前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項３記載のＰＤＰ
駆動方法。
【請求項５】
　前記第３の段階は、前記リセットパルスより低いレベルからリセットダウン電圧まで下
降するランプダウン波形のリセットパルスを前記スキャン電極に供給し、
　前記第４の段階は、前記セットダウン期間に、第１の直流電圧を前記サスティン電極に
供給する（Ｂ）段階と、
　前記アドレス期間に、第２の直流電圧を前記サスティン電極に供給する（Ｃ）段階とを
更に含むことを特徴とする請求項１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項６】
　前記（Ｂ）段階は、前記サスティンパルスの電圧レベルと同一のレベルを維持する前記
第１直流電圧を前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項５記載のＰＤＰ駆
動方法。
【請求項７】
　前記（Ｂ）段階は、前記サスティンパルスの電圧レベルと異なるレベルの前記第１直流
電圧を前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項５記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項８】
　前記（Ｃ）段階は、前記サスティンパルスの電圧レベルと同一のレベルを維持する前記
第２直流電圧を前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項５記載のＰＤＰ駆
動方法。
【請求項９】
　前記（Ｃ）段階は、前記サスティンパルスの電圧レベルと異なるレベルの前記第２直流
電圧を前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項５記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１０】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすパルスは、一つのフレーム
に対する前記ＰＤＰの駆動が多数のサブフィールドに区分される時、最初のサブフィール
ドを除いた残りのサブフィールドの前記セットアップ期間に供給されることを特徴とする
請求項１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１１】
　前記各サブフィールドで前記電極に残留する壁電荷を消去するための消去パルスを、前
記第２の段階のランプアップ波形のパルスとして前記サスティン電極に供給することを特
徴とする請求項１０記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１２】
　前記第２の段階は、前記スキャン電極に供給されるランプアップ波形のリセットパルス
と同期して、前記基底電圧から前記サスティンパルスの電圧レベルまで上昇するランプア
ップ波形のパルスを前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項１記載のＰＤ
Ｐ駆動方法。
【請求項１３】
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　前記セットアップ期間に、前記スキャン電極に供給されるランプアップ波形のリセット
パルスは、前記サスティン電極に供給されるランプアップ波形のパルスの電圧レベルより
高いピーク電圧レベルまで上昇することを特徴とする請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１４】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすパルスは、一つのフレーム
に対する前記ＰＤＰの駆動が多数のサブフィールドに区分される時、最初のサブフィール
ドを除いた残りのサブフィールドの前記セットアップ期間に供給されることを特徴とする
請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１５】
　前記各サブフィールドで前記電極に残留する壁電荷を消去するための消去パルスが供給
されないことを特徴とする請求項１４記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１６】
　前記セットダウン期間で、前記スキャン電極にランプダウン波形のリセットパルスが供
給される間に、前記サスティン電極に供給される直流電圧は前記ランプダウン波形のリセ
ットパルスが負極性（－）のリセットダウン電圧に下降する時まで正極性（＋）の電圧レ
ベルを維持することを特徴とする請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１７】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすパルスのピーク電圧が、前
記セットアップ期間に続くセットダウン期間と、そのセットダウン期間に続くアドレス期
間まで維持されることを特徴とする請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１８】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすパルスのピーク電圧が、前
記セットアップ期間に続くセットダウン期間の間に維持される段階と、前記スキャン電極
と前記サスティン電極間の電圧差を減らすパルスのピーク電圧と異なるレベルの電圧が、
前記セットダウン期間に続くアドレス期間の間に供給される段階とが更に含まれることを
特徴とする請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項１９】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすパルスのピーク電圧より低
いレベルの電圧が、前記セットダウン期間に続くアドレス期間の間に供給されることを特
徴とする請求項１８記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２０】
　前記各サブフィールドで前記電極に残留する壁電荷を消去するための消去パルスを、前
記第２の段階のランプアップ波形のパルスとして前記サスティン電極に供給することを特
徴とする請求項１４記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２１】
　前記第２段階は、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのパ
ルスとして、基底電圧から表示放電のために後に供給されるサスティンパルスの電圧レベ
ルと異なるレベルまで上昇するランプアップ波形のパルスを、前記リセットパルスと同期
して、前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法
。
【請求項２２】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのランプアップ波形の
パルスは、前記サスティンパルスの電圧レベルより高いレベルまで上昇する波形で供給さ
れることを特徴とする請求項２１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２３】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのランプアップ波形の
パルスのピーク電圧レベルより低い電圧レベルの直流電圧が、前記セットアップ期間に続
くセットダウン期間と、そのセットダウン期間に続くアドレス期間まで維持されることを
特徴とする請求項２２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２４】
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　前記第２段階は、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのパ
ルスとして、基底電圧から前記リセットパルスと異なる傾きで上昇するランプアップ波形
のパルスを、前記リセットパルスと同期して、前記サスティン電極に供給することを特徴
とする請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２５】
　前記第２段階は、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのパ
ルスとして、基底電圧から前記リセットパルスと同じ傾きで上昇するランプアップ波形の
パルスを、前記リセットパルスと同期して、前記サスティン電極に供給することを特徴と
する請求項１２記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２６】
　前記第２の段階は、前記ランプアップ波形のリセットパルスが供給された後の所定の時
点（ｔ）から、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすランプアップ
波形の前記パルスを前記サスティン電極に供給することを特徴とする請求項１記載のＰＤ
Ｐ駆動方法。
【請求項２７】
　前記第１段階は、前記セットアップ期間に、壁電荷の生成のためのランプアップ波形の
リセットパルスをスキャン電極に供給する段階と、所定の時点（ｔ２）から壁電荷の生成
を安定化させる直流電圧をスキャン電極に供給する段階とからなることを特徴とする請求
項１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２８】
　前記直流電圧が供給される時、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減
らすランプアップ波形のパルスが前記サスティン電極に供給されることを特徴とする請求
項２７記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項２９】
　前記ランプアップ波形のリセットパルスが供給された後の所定の時点（ｔ）から前記サ
スティン電極に供給されていたランプアップ波形のパルスは、前記スキャン電極に直流電
圧が供給される時からそのパルスのピーク電圧を維持することを特徴とする請求項２７記
載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項３０】
　前記第２段階は、前記ランプアップ波形のリセットパルスが供給された後の所定の時点
（ｔ）に、基底電圧から表示放電のために後で供給されるサスティンパルスの電圧レベル
より低いレベルまで上昇するランプアップ波形のパルスが前記サスティン電極に供給され
ることを特徴とする請求項２６記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項３１】
　前記セットアップ期間に続くセットダウン期間に、前記リセットパルスより低いレベル
からリセットダウン電圧まで下降するランプダウン波形のリセットパルスが前記スキャン
電極に供給される（Ａ）段階と、前記ランプダウン波形のリセットパルスが供給されてい
る間に、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのパルスのピー
ク電圧と同一のレベルの第１直流電圧が前記サスティン電極に供給される（Ｂ）段階とが
更に含まれることを特徴とする請求項２６記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項３２】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすためのパルスのピーク電圧
と同一のレベルの第２直流電圧が前記セットダウン期間に続くアドレス期間に供給される
段階が更に含まれることを特徴とする請求項３１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項３３】
　前記セットダウン期間に続くアドレス期間に、表示放電のために追って供給されるサス
ティンパルスの電圧レベルと同一のレベルの第２直流電圧が前記サスティン電極に供給さ
れる段階が更に含まれることを特徴とする請求項３１記載のＰＤＰ駆動方法。
【請求項３４】
　前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧差を減らすランプアップ波形のパルス
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が供給されるように、前記ランプアップ波形のリセットパルスが供給された後の所定の時
点（ｔ）から前記リセットパルスがピーク電圧に至るまでに、前記サスティン電極がフロ
ーティングされることを特徴とする請求項２６記載のＰＤＰ駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はプラズマディスプレイパネルに関し、特に、プラズマディスプレイパネルのコン
トラスト特性を向上させることができるプラズマディスプレイパネルの駆動方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）は不活性混合ガス（Ｈｅ＋Ｘｅ又はＮｅ＋Ｘｅ又
はＨｅ＋Ｘｅ＋Ｎｅ）の放電時に発生する紫外線によって蛍光体を発光させ、文字やグラ
フィックを含めた画像を表示する装置である。
かかるＰＤＰは薄膜化や大型化が容易であるという長所を有し、最近の技術開発の発展に
伴ってより向上した画質を提供している。
【０００３】
ＰＤＰは３電極を備えてＡＣ電圧によって駆動する形態が最も代表的である。これを交流
面放電型ＰＤＰと称する。
３電極交流面放電型ＰＤＰは放電時に表面に壁電荷を誘電体に蓄積するようにし、誘電体
を覆うように保護膜を形成させて放電によって発生するスパッタリングから電極を保護す
るため、低電圧駆動と長寿命の長所を有する。
【０００４】
従来の３電極交流面放電型ＰＤＰの放電セルは、上部基板上に形成されるスキャン電極（
Ｙ）及びサスティン電極（Ｚ）と、下部基板上に形成されるアドレス電極（Ｘ）を備える
。アドレス電極（Ｘ）はスキャン電極（Ｙ）及びサスティン電極（Ｚ）と交差する方向に
形成される。
スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）とが並列に形成された上部基板には、上部誘
電層と保護膜が積層される。上部誘電層にはプラズマ放電時に発生した壁電荷が蓄積され
る。
【０００５】
保護膜はプラズマ放電時に発生したスパッタリングによる上部誘電層の損傷を防止し、且
つ２次電子の放出効率を高める。保護膜としては通常酸化マグネシウム（ＭｇＯ）が用い
られる。
アドレス電極（Ｘ）が形成された下部基板上には下部誘電層、隔壁が形成される。下部誘
電層と隔壁の表面には蛍光体が塗布される。
【０００６】
隔壁はアドレス電極（Ｘ）と並列に形成され、下部基板上で隣接したセル間の光学的又は
電気的な混信を防止する。即ち、隔壁は放電により生成された紫外線及び可視光が隣接し
た放電セルに漏洩することを防止する。
【０００７】
蛍光体はプラズマ放電時に発生した紫外線により励起され、赤、緑、青のうち何れかの可
視光線を発生する。２つの基板と隔壁との間に備えられた放電空間には、ガス放電のため
の不活性の混合ガス（Ｈｅ＋Ｘｅ又はＮｅ＋Ｘｅ又はＨｅ＋Ｘｅ＋Ｎｅ）が注入される。
【０００８】
以上で説明した放電セルはマトリックス形態で配置される。多数のスキャン電極（Ｙ１～
Ｙｍ）と、多数のサスティン電極（Ｚ１～Ｚｍ）とが平行するように配置され、また、そ
の平行した２つの電極（Ｙ１～Ｙｍ、Ｚ１～Ｚｍ）とアドレス電極（Ｘ１～Ｘｎ）との交
差部に放電セルが配置される。
スキャン電極（Ｙ１～Ｙｍ）を順次に駆動し、サスティン電極（Ｚ１～Ｚｍ）は共通に駆
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動する。アドレス電極（Ｘ１～Ｘｎ）は奇数番目のラインと偶数番目のラインとに分割さ
れ駆動する。
【０００９】
かかる３電極交流面放電型ＰＤＰで一つのフレームに対して特定の階調を表現するための
駆動時間は多数のサブフィールドに分離される。そして、各サブフィールド期間にはビデ
オデータの加重値に比例させた回数の発光を行わせることで階調の表示が行われる。
【００１０】
図１は従来のＰＤＰ駆動によるフレーム構成の一例を示す図面である。
図１を参照すると、３電極交流面放電型ＰＤＰの駆動による一つのフレームは時間的に多
数のサブフィールドに分割される。より詳細には、一つのフレームは発光の回数の互いに
異なる多数のサブフィールドに分けられて駆動される。
【００１１】
各サブフィールド（ＳＦ）は全体の画面を初期化させる初期化期間と、スキャン電極ライ
ンを走査し、スキャン電極ラインの走査とアドレス電極へのデータとで発光させる放電セ
ルを選択するアドレス期間と、アドレス放電により選択された放電セルに対して放電の回
数に従って階調を表示するサスティン期間とに分けられる。
【００１２】
例えば、図１に例示したように、８ビットのビデオデータを用いて２５６階調で画像を表
示する場合であれば、１／６０秒に該当するフレーム期間（１６．６７ｍｓ）は８つのサ
ブフィールド（ＳＦ１～ＳＦ８）に分割される。８つの各サブフィールドは、上述したよ
うに、初期化期間と、アドレス期間と、サスティン期間とに分けて駆動される。ここで、
各サブフィールドにおいて初期化期間とアドレス期間は各サブフィールドごとに同一の比
率に設定されている。
【００１３】
これに対して、各サブフィールドのサスティン期間は、各サブフィールドで２Ｎ（ここで
、Ｎ＝０，１，２，３，４，５，６，７）の比率で時間加重値を異にしている。即ち、第
１サブフィールド（ＳＦ１）から第８サブフィールド（ＳＦ８）まで１：２：４：８：１
６：３２：６４：１２８）の比率で各サスティン期間が増加する。
【００１４】
図２は図１のフレームでＰＤＰ駆動による駆動波形の一例を示す波形図である。図２でＹ
はスキャン電極を示し、Ｚはサスティン電極を示す。そして、Ｘはアドレス電極を示す。
図２を参照すると、従来のＰＤＰの各サブフィールドは全体の画面を初期化させるための
リセット期間、セルを選択するためのアドレス期間、選択されたセルの放電を維持させる
ためのサスティン期間とに分けて駆動される。
【００１５】
リセット期間はセットアップ期間とセットダウン期間とに区分される。セットアップ期間
にはスキャン電極にランプアップ波形のリセットパルスが同時に供給され、セットダウン
期間にはランプダウン波形のリセットパルスが供給される。
リセット期間にはセットアップ期間（ＳＵ）にランプアップ波形のリセットパルス（ＲＰ
）がスキャン電極（Ｙ）に供給される。ランプアップ波形のリセットパルス（ＲＰ）によ
って全体の画面の放電セル内でセットアップ放電が起こる。そして、そのセットアップ放
電によってアドレス電極（Ｘ）とサスティン電極（Ｚ）上には正極性（＋）の壁電荷が蓄
積され、スキャン電極（Ｙ）上には負極性（－）の壁電荷が蓄積される。
【００１６】
次いで、セットダウン期間（ＳＤ）にはランプダウン波形のリセットパルス（－ＲＰ）が
そのスキャン電極（Ｙ）に供給される。そのランプダウン波形のリセットパルス（－ＲＰ
）は、ランプアップ波形のリセットパルス（ＲＰ）が供給された後にそのランプアップ波
形のリセットパルス（ＲＰ）のピーク電圧より低い正極性の電圧から下降する波形を有す
る。
【００１７】
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ランプダウン波形のリセットパルス（－ＲＰ）は放電セル内に微弱な消去放電（＝セット
ダウン放電）を起こさせることによって各電極（Ｘ，Ｙ，Ｚ）で過度に形成された壁電荷
の一部を消去させ、空間電荷中の不必要な電荷を消去させる。これにより、そのセットダ
ウン放電によってアドレス放電を安定して起こさせる程度の壁電荷が放電セル内に均一に
残留する。
【００１８】
スキャン電極（Ｙ）にランプダウン波形のリセットパルス（－ＲＰ）が供給されている間
に、サスティン電極（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧（ＤＣＳＣ）が供給される。即ち
、そのランプダウン波形のリセットパルス（－ＲＰ）が供給される時点で正極性（＋）の
直流電圧（ＤＣＳＣ）がサスティン電極（Ｚ）に供給され始める。そして、その直流電圧
（ＤＣＳＣ）はそのランプダウン波形のリセットパルス（－ＲＰ）が負極性（－）のリセ
ットダウン電圧（Ｖｒｄ）に至るまで維持され、次のアドレス期間にもその直流電圧（Ｄ
ＣＳＣ）は続けて供給される。
【００１９】
アドレス期間の間、サスティン電極（Ｚ）に直流電圧（ＤＣＳＣ）が供給されている間に
、負極性（－）のスキャンパルス（ＳＰ）がスキャン電極（Ｙ）に順次供給され、その負
極性（－）のスキャンパルス（ＳＰ）と同期される正極性（＋）のデータパルス（ＤＰ）
がアドレス電極（Ｘ）に供給される。
【００２０】
上記のスキャンパルス（ＳＰ）とデータパルス（ＤＰ）との電圧差がリセット期間に生成
された壁電荷による電圧に加えて、データパルス（ＤＰ）が供給された放電セル内にアド
レス放電が起こる。
そのアドレス放電により選択された放電セル内には、後にサスティン電圧が印加される時
に放電を起こせる程度の壁電荷が形成される。
【００２１】
アドレス放電により選択された放電セルに対してサスティン放電が起こるように、サステ
ィン期間にはサスティンパルス（ＳＵＳＰｙ，ＳＵＳＰｚ）がスキャン電極（Ｙ）とサス
ティン電極（Ｚ）とに交互に供給される。
アドレス放電により選択された放電セルは、放電セル内の壁電圧（壁電荷による電圧）に
サスティンパルス（ＳＵＳＰｙ，ＳＵＳＰｚ）による電圧が加えられて、毎回サスティン
パルス（ＳＵＳＰｙ，ＳＵＳＰｚ）が印加される毎にスキャン電極（Ｙ）とサスティン電
極（Ｚ）との間にサスティン放電、つまり、表示放電が起こる。
【００２２】
サスティン放電が完了した後には、パルス幅や電圧レベルの小さいランプ波形（図示せず
）の消去パルスがサスティン電極（Ｚ）に供給され、画面全体のセル内に残留する壁電荷
を消去させる。
その消去パルスがサスティン電極（Ｚ）に供給されると、サスティン電極（Ｚ）とスキャ
ン電極（Ｙ）間の電位差が次第に大きくなり、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ
）との間に弱放電が連続的に起こる。このときに発生する弱放電によってサスティン放電
が起こったセル内に存在する壁電荷が消去される。
【００２３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術によるＰＤＰは、初期化期間にスキャン電極（Ｙ）とサ
スティン電極（Ｚ）上に過剰な壁電荷が形成され、コントラスト特性が低くなるという問
題があった。
このような問題に対して図３を参照してより詳細に説明する。図３は図２に示す矩形波形
によるセットアップ期間とセットダウン期間の壁電荷の生成形態を示す図面である。
【００２４】
セットアップ期間（ＳＵ）にスキャン電極（Ｙ）に印加されるランプアップ波形のリセッ
トパルス（ＲＰ）が印加されると、全体の画面の放電セル内でセットアップ放電が起こる



(8) JP 4109098 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

。これにより、図３Ａに示すように、スキャン電極（Ｙ）には負極性（－）の壁電荷が形
成され、サスティン電極（Ｚ）及びアドレス電極（Ｘ）には正極性（＋）の壁電荷が形成
される。
【００２５】
その後、セットダウン期間（ＳＤ）にスキャン電極（Ｙ）に印加されるランプダウン波形
のリセットパルス（－ＲＰ）と、サスティン電極（Ｚ）に印加される正極性（＋）直流電
圧（ＤＣＳＣ）によって各電極に形成された壁電荷の極性が反転し、過度に生成された壁
電荷が図３Ｂに示すように一定量に減る。
【００２６】
上記の初期化期間が終わると、スキャン電極（Ｙ）に印加される負極性（－）のスキャン
パルス（ＳＰ）と、そのスキャンパルス（ＳＰ）と同期してアドレス電極（Ｘ）に印加さ
れる正極性（＋）のデータパルス（ＤＰ）とがセットダウン期間（ＳＤ）に蓄積されてい
た壁電荷による電圧に加えられて、データパルス（ＤＰ）が供給される放電セル内にアド
レス放電が起こる。
スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の放電はスキャン電極（Ｙ）とアドレス電
極（Ｘ）間の放電より更に低電圧で発生する。スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ
）との間で発生する放電によって観察者側に進む光の放出量はスキャン電極（Ｙ）とアド
レス電極（Ｘ）との間で発生する放電による光の放出量より多い。結局、階調の非表示期
間の初期化期間とアドレス期間に光の放出量が増加し、その光放出量が増加しただけコン
トラストの特性が低下する。
【００２７】
コントラストの特性を低下させないためには、スキャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）
との間で非表示放電のアドレス放電が垂直方向に発生することが望ましい。しかしながら
、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差が初期化期間に生成された壁電
荷による電圧に加えられて、そのスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間には面
方向に放電が発生する。結局、従来のＰＤＰはスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ
）の間で面方向に発生する放電による光が殆ど放電セルの全体の領域から発生するため、
コントラスト特性の低下を避けられない。
【００２８】
そこで、本発明の目的は、特に、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差
を減らして、その電極（Ｙ，Ｚ）の間で発生する放電による光の放出量を減らすことによ
り、全体的なＰＤＰのコントラストの特性を向上させることができるＰＤＰ駆動方法を提
供することである。
【００２９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための本発明は、スキャン電極、サスティン電極、及びアドレス電
極を備えるＰＤＰの駆動方法において、セットアップ期間に、前記スキャン電極に所定の
壁電荷を生成させるランプアップ波形のリセットパルスを前記スキャン電極に供給する第
１の段階と、前記セットアップ期間に、前記スキャン電極と前記サスティン電極間の電圧
差を減らすパルスとして、基底電圧からサスティンパルスの電圧レベルまで上昇するラン
プアップ波形のパルスを前記サスティン電極に供給する第２の段階と、セットダウン期間
に、ランプダウン波形のリセットパルスを前記スキャン電極に供給する第３の段階と、前
記セットダウン期間とアドレス期間に、所定のレベルの直流電圧を前記サスティン電極に
供給する第４の段階とを有し、前記第２の段階において前記サスティン電極に供給される
ランプアップ波形のパルスは、前記スキャン電極に供給されるランプアップ波形のリセッ
トパルスの傾きよりも小さい傾きを有すると共に、前記スキャン電極に供給されるランプ
アップ波形のリセットパルスのピーク電圧レベルよりも小さいピーク電圧レベルを有する
ことを特徴とする。
【００３０】
　より望ましくは、第１段階は、セットアップ期間に、ランプアップ波形のリセットパル
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スが所定の時点（ｔ）まで供給され、次いで、壁電荷の生成を安定化させるためのピーク
電圧レベルを維持する直流電圧が残りのセットアップ期間に供給されることを特徴とする
。ここで、ピーク電圧レベルを維持する直流電圧が供給されている間に、スキャン電極と
サスティン電極間の電圧差を減らすための所定のレベルのパルスがサスティン電極に供給
されることを特徴とする。
【００３１】
より望ましくは、第２段階は、リセットパルスが供給された以後の所定の時点に、スキャ
ン電極とサスティン電極間の電圧差を減らすための所定のレベルのパルスがサスティン電
極に供給される段階であることを特徴とする。
また、第２段階は、リセットパルスが供給されている間に、基底電圧から上昇するランプ
アップ波形のパルスがサスティン電極に供給されることを特徴とする。
【００３２】
より望ましくは、セットアップ期間に続くセットダウン期間に、リセットパルスより低い
レベルからリセットダウン電圧まで下降するランプダウン波形のリセットパルスがスキャ
ン電極に供給される（Ａ）段階と、ランプダウン波形のリセットパルスが供給されている
間に、所定のレベルを維持する第１直流電圧がサスティン電極に供給される（Ｂ）段階と
、（Ｂ）段階の以後、所定のレベルを維持する第２直流電圧がサスティン電極に供給され
る（Ｃ）段階とが更に含まれることを特徴とする。
【００３３】
より望ましくは、（Ｂ）段階は、スキャン電極とサスティン電極間の電圧差を減らすため
のパルスのピーク電圧レベルを維持する第１直流電圧がサスティン電極に供給されること
を特徴とする。
【００３４】
また、（Ｂ）段階は、スキャン電極とサスティン電極間の電圧差を減らすためのパルスの
ピーク電圧レベルと異なるレベルの第１直流電圧がサスティン電極に供給されることを特
徴とする。
【００３５】
また、（Ｃ）段階は、スキャン電極とサスティン電極間の電圧差を減らすためのパルスの
ピーク電圧レベルを維持する第２直流電圧がサスティン電極に供給されることを特徴とす
る。
さらに、（Ｃ）段階は、第１直流電圧のレベルと異なるレベルの第２直流電圧がサスティ
ン電極に供給されることを特徴とする。
【００３６】
より望ましくは、スキャン電極とサスティン電極間の電圧差を減らすためのパルスは、一
つのフレームに対するＰＤＰの駆動が多数のサブフィールドに区分される時、最初のサブ
フィールドを除いた残りのサブフィールドのセットアップ期間に供給されることを特徴と
する。ここで、各サブフィールドで電極に残留する壁電荷を消去するための消去パルスが
スキャン電極とサスティン電極間の電圧差を減らすためのパルスとして供給されることを
特徴とする。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３８】
以下の図４～図２０に亘って説明される本発明によるＰＤＰ駆動方法は、一つのフレーム
を形成する各サブフィールドが全体の画面を初期化させるためのリセット期間、セルを選
択するためのアドレス期間、選択されたセルの放電を維持させるためのサスティン期間に
分けて駆動される。そして、以下の説明で記述されるスキャン電極（Ｙ）は時にスキャン
／サスティン電極としても知られており、また、サスティン電極（Ｚ）は共通サスティン
電極として知られている。従って、それらの間の機能の差異は殆どなく、用語記載上の違
いがあるだけである。
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【００３９】
本発明による以下の実施形態は、セットアップ期間にスキャン電極（Ｙ）とサスティン電
極（Ｚ）間の電圧差を減らすためのパルスをサスティン電極（Ｚ）に印加して、コントラ
スト特性の低下を防止する。
【００４０】
本発明実施形態による各電極に供給されるパルスによる駆動を以下説明する。セットアッ
プ期間にはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より高いピーク電圧（Ｖｒ
）まで上昇するランプアップ波形のリセットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される。
次いで、セットダウン期間にはランプアップリセットパルスのピーク電圧（Ｖｒ）より低
い正極性の電圧レベルから負極性のリセットダウン電圧まで下降するランプダウン波形の
リセットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される。
【００４１】
上記したランプアップリセットパルスが供給されている間に、スキャン電極（Ｙ）とサス
ティン電極（Ｚ）の間の電圧差を減らすためのパルスがサスティン電極（Ｚ）に供給され
る。そのパルスはセットアップ期間に他の電極（Ｙ，Ｘ）に供給されるパルスによって、
又は、ＰＤＰ特性によって多様な波形で供給され、且つそれらによって多様な時点から供
給される。
そして、上記したランプダウンリセットパルスが供給されている間に、正極性（＋）の直
流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給される。その直流電圧のレベルはランプダウンリセ
ットパルスがリセットダウン電圧に至るまでに維持される。
【００４２】
続くアドレス期間に、直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給され、その直流電圧が供給
されている間に負極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給され、
正極性（＋）のデータパルスがその負極性（－）のスキャンパルスと同期されてアドレス
電極（Ｘ）に供給される。
【００４３】
最後に、サスティン期間にはサスティンパルス（Ｓｕｓ）がスキャン電極（Ｙ）に供給さ
れ、特に、そのスキャン電極（Ｙ）に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）と交互に他
のサスティンパルス（Ｓｕｓ）がサスティン電極（Ｚ）に供給される。
【００４４】
上記のように各電極に供給されるパルスによる駆動を以下に説明する。
【００４５】
スキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスは画面全体のセル内にセッ
トアップ放電を起こし、そのセットアップ放電によって各電極（Ｘ、Ｙ、Ｚ）に壁電荷が
生成される。即ち、そのセットアップ放電によってアドレス電極（Ｘ）とサスティン電極
（Ｚ）上には正極性（＋）の壁電荷が蓄積され、スキャン電極（Ｙ）上には負極性（－）
の壁電荷が蓄積される。
このとき、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間の電圧差を減らすためのパル
スによってスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間には放電が抑えられる。
【００４６】
また、上記したスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプダウンリセットパルスはセル内に
微弱な消去放電（＝セットダウン放電）を起こさせ、そのセットダウン放電によって各電
極（Ｘ，Ｙ，Ｚ）に過度に形成された壁電荷の一部が消去され、また、空間電荷中で不必
要な電荷が消去される。結局、セットダウン期間が終了すると、画面全体のセル内にアド
レス放電に必要な壁電荷が均一に残留する。
【００４７】
アドレス期間にスキャン電極（Ｙ）及びアドレス電極（Ｘ）にスキャンパルスとデータパ
ルスとがそれぞれ供給されてアドレス放電が起こる程度の壁電荷が蓄積される。特に、ス
キャンパルスとデータパルスとの電圧差が初期化期間に生成された壁電荷による電圧に加
えられて、データパルスが供給される放電セル内にアドレス放電が起こる。
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【００４８】
上記発生したアドレス放電により、選択された放電セル内にその後にサスティンパルス（
Ｓｕｓ）が印加される時にサスティン放電を起こさせる程度の壁電荷が形成される。
アドレス放電により選択された放電セルは、放電セル内の壁電圧（壁電荷による電圧）に
サスティンパルス（Ｓｕｓ）による電圧（Ｖｓ）が加えられて、サスティンパルス（Ｓｕ
ｓ）が印加される毎にスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間にサスティン放電
、つまり、表示放電が起こる。
【００４９】
サスティン放電が完了した後には、パルス幅や電圧レベルの小さいランプ波形の消去パル
スがサスティン電極（Ｚ）に供給され、全体画面のセル内に残留する壁電荷を消去させる
。
【００５０】
上記のように各電極に供給されるパルスによる駆動は以下で説明する全ての実施形態に適
用される。勿論、図５の第２実施形態、図７の第４実施形態、そして、図１０の第６実施
形態でのように、壁電荷の生成の安定化のためセットアップ期間の間にランプアップリセ
ットパルスとフラットトップ直流電圧とが順次に供給される場合にはある程度駆動の変形
が生じる。
【００５１】
以下では本発明の核心となるスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減
らすための駆動を中心に説明する。
【００５２】
本発明スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差が初期化期間に生成された
壁電荷による電圧に加えられてそのスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に発
生する面方向の放電を防止するためのものである。本実施形態ではスキャン電極（Ｙ）と
サスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすための一つのパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティ
ン電極（Ｚ）に供給される。その供給時点は初期化期間のうちセットアップ期間である。
【００５３】
より詳細には、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすためにサ
スティン電極（Ｚ）に供給されるパルス（Ｚｒａｍｐ）の供給時点は、ランプアップリセ
ットパルスが供給されるセットアップ期間の一部の時点から供給される場合（第１～第６
実施形態）と、ランプアップリセットパルスと同期されて供給される場合（第７～第１５
実施形態）とに区分される。
そして、そのパルス（Ｚｒａｍｐ）は基底電圧から特定の電圧レベルまで上昇するランプ
アップ波形と一定の電圧レベルを維持する直流波形である。
【００５４】
本発明ではセットアップ期間にランプアップリセットパルスと共に供給されるパルス（Ｚ
ｒａｍｐ）により、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差が減り、それ
らの電極（Ｙ，Ｚ）の間で発生する放電が抑えられる。そして、アドレス放電が発生する
時、サスティン電極（Ｚ）に残留する壁電荷量が他の電極（Ｙ）に比べて少ないため、ア
ドレス放電により選択されたセル内には放電が起こらないか起こっても微弱である。
【００５５】
まず、ランプアップリセットパルスが供給されるセットアップ期間の一部の時点からスキ
ャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすためのサスティン電極にパル
ス（Ｚｒａｍｐ）が供給される場合（第１～第６実施形態）の例を以下に説明する。
【００５６】
図４は本発明の第１実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、各サブフィールド
のセットアップ期間にランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）を供給して、スキャン電
極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。
図４を参照して本発明の第１実施形態をより具体的に説明すると、スキャン電極（Ｙ）に
ランプアップリセットパルスが供給されている間に、所定の時点（特に、セットアップ期
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間の後期時点）からランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給さ
れる。そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）は基底電圧からサスティンパルス（Ｓｕｓ
）の電圧レベル（Ｖｓ）まで上昇する。そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）によって
スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の放電が抑えられるので、セットアップ放
電によってスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に蓄積される壁電荷はスキャ
ン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）の間に蓄積される壁電荷量より少なくなる。
【００５７】
次にセットダウン期間にはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）と同一のレ
ベルの直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給され、その直流電圧が同一のレベル（Ｖｓ
）でアドレス期間まで供給される。
【００５８】
注目すべき点は、上記のようにサスティン電極（Ｚ）にランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ
）を供給するための別の駆動回路が本発明では不必要なことである。
なぜなら、サスティン放電が完了した後に残留の壁電荷を消去するために供給される消去
パルスをセットアップ期間にサスティン電極（Ｚ）に供給すれば良いからである。ただ消
去パルスを供給するためのスイッチ素子のみをセットアップ期間にターンオンさせれば良
い。
【００５９】
このように以前のサブフィールドの消去パルスを次のサブフィールドのセットアップ期間
にサスティン電極（Ｚ）に供給する構造は本発明の全実施形態で適切に使用される。
【００６０】
図５は本発明の第２実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図である。第１実施形態のよう
に、セットアップ期間の一部の時点でランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）を供給してスキ
ャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものであ
る。
しかしながら、図５の第２実施形態ではサスティン電極（Ｚ）にランプアップパルスが供
給される時点を次のように定める。
【００６１】
本実施形態では各サブフィールドで壁電荷の生成を安定化させるために、セットアップ期
間の間にランプアップリセットパルスとフラットトップの直流電圧とが順次に供給される
。
セットアップ期間の初期にランプアップリセットパルスはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の
電圧レベルより高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する波形を有する。そして、続くセット
アップ期間の後期に同じピーク電圧（Ｖｒ）を維持するフラットトップ直流電圧が供給さ
れる。スキャン電極（Ｙ）にフラットトップ直流電圧が供給される以前に、スキャン電極
（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）の間と、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間で
必要な放電が全て終了する。
【００６２】
各サブフィールドでスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすため
のランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）は、フラットトップ直流電圧が供給されてい
る間にサスティン電極（Ｚ）へ供給される。即ち、フラットトップ直流電圧が供給されて
いる間に、ランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が基底電圧からサスティンパルス（Ｓｕｓ
）の電圧レベル（Ｖｓ）まで上昇する。
【００６３】
上記した図５の第２実施形態のように、ランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）がサス
ティン電極（Ｚ）に供給されると、フラットトップ直流電圧が供給されている間にスキャ
ン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間で発生可能な不必要な放電が抑えられる。
【００６４】
図６は本発明の第３実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図である。第１実施形態のよう
にセットアップ期間の一部の時点でランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）を供給して、スキ
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ャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものであ
る。
【００６５】
しかしながら、図６の第３実施形態ではサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップ
パルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレベ
ルまで上昇する波形を有する。そして、セットダウン期間に供給される直流電圧はサステ
ィンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いそのレベルを維持する。これはより
安定したアドレス放電のためのものである。
【００６６】
図６の第３実施形態をより詳細に説明すると、スキャン電極（Ｙ）にランプアップリセッ
トパルスが供給されることにより、スキャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）の間と、ス
キャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）との間でそれぞれ放電が起こる。これにより、
アドレス電極（Ｘ）とサスティン電極（Ｚ）には正極性（＋）の壁電荷が各々蓄積され、
スキャン電極（Ｙ）には負極性（－）の壁電荷が蓄積される。このとき、スキャン電極（
Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に発生する放電は他の放電に影響を与え、コントラスト
の特性を低下させるので、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の放電は微弱で
短く起こるべきである。
【００６７】
このために、各サブフィールドでスキャン電極（Ｙ）にランプアップリセットパルスが供
給されている間に、所定の時点（ｔ１）からランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサステ
ィン電極（Ｚ）に供給される。
そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）は基底電圧からサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電
圧レベル（Ｖｓ）より低いレベルまで上昇する。そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）
によってスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の放電が抑えられるので、セット
アップ放電によってスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に蓄積される壁電荷
は、スキャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）の間に蓄積される壁電荷量より少ない。
【００６８】
次に、各サブフィールドのセットダウン期間にはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベ
ル（Ｖｓ）より低い電圧レベル（Ｖｚ２）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給され
続ける。これは、セットダウン期間にスキャン電極（Ｙ）へ供給されるランプダウンリセ
ットパルスにより減少する壁電荷量はサスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧により
左右されるため、そのランプダウンリセットパルスにより減少する壁電荷の量を減らすた
めに、サスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低い電圧レベル（Ｖｚ２）
の直流電圧をサスティン電極（Ｚ）に供給する。このように、ランプダウンリセットパル
スによる壁電荷の減少量を減らすことで、アドレス期間のアドレス放電がより安定する。
【００６９】
しかしながら、以後のアドレス期間にはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ
）と同一の電圧レベル（Ｖｚ３＝Ｖｓ）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給される
。このように、アドレス期間にサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）に上昇
した直流電圧をサスティン電極（Ｚ）に供給する理由は、スキャン電極（Ｙ）に供給され
るスキャンパルスの低電圧との電圧差をより大きくして、スキャン電極（Ｙ）とアドレス
電極（Ｘ）間に発生するアドレス放電がスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の
面方向の放電に繋がる可能性を防止するためである。
【００７０】
図７は本発明の第４実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、第１実施形態での
ように、セットアップ期間の一部の時点でランプアップパルス（Ｚｒｍｐ）を供給して、
スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのもの
である。
【００７１】
図７の第４実施形態ではサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａ
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ｍｐ）がサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレベル（Ｖｚ２）ま
でだけ上昇する波形を有する。そして、より安定したアドレス放電のために、セットダウ
ン期間に供給される直流電圧がサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低
いレベル（Ｖｚ２）を維持する。
これは上述した第３実施形態と同様である。
【００７２】
しかしながら、図７の図４実施形態ではサスティン電極（Ｚ）にランプアップパルス（Ｚ
ｒａｍｐ）が供給される時点を次のように定める。
本実施形態では各サブフィールドで壁電荷の生成を安定化させるために、セットアップ期
間の間にランプアップリセットパルスとフラットトップ直流電圧とが順次に供給される。
セットアップ期間の初期にランプアップリセットパルスはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の
電圧レベルより高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する波形を有する。そして、続くセット
アップ期間の後期にそのピーク電圧（Ｖｒ）を維持するフラットトップ直流電圧が供給さ
れる。
【００７３】
各サブフィールドでスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすため
のランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）はフラットトップ直流電圧が供給される時点
（ｔ１）からサスティン電極（Ｚ）に供給される。
即ち、フラットトップ直流電圧が供給されている間に、ランプアップパネルパルス（Ｚｒ
ａｍｐ）は基底電圧からサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレベ
ル（Ｖｚ２）まで上昇する。そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）によってラットトッ
プ直流電圧が供給されている間に発生するであろうスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極
（Ｚ）間の不必要な放電が抑えられる。
【００７４】
図７の第４実施形態ではまたサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低い
レベル（Ｖｚ２）を維持する直流電圧がセットダウン期間にサスティン電極（Ｚ）に供給
される。そのセットダウン期間にサスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧はランプダ
ウンリセットパルスにより減少する壁電荷の量を減らす。このようにランプダウンリセッ
トパルスによる壁電荷の減少量を減らすことで、アドレス期間のアドレス放電がより安定
して発生する。
しかしながら、以後のアドレス期間にはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ
）と同一の電圧レベル（Ｖｚ３＝Ｖｓ）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給される
。
【００７５】
図８は本発明の第５実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、第１実施形態のよ
うに、セットアップ期間の一部の時点でランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）を供給して、
スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのもの
である。
しかしながら、図８の第５実施形態ではサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップ
パルス（Ｚｒａｍｐ）は、サスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレ
ベルまでだけ上昇する波形を有する。そして、セットダウン期間に供給される直流電圧が
サスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）を維持する。
【００７６】
図８の第５実施形態をより詳細に説明すると、スキャン電極（Ｙ）にランプアップリセッ
トパルスが供給されることにより、スキャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）の間と、ス
キャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間でそれぞれ放電が起こる。このとき、スキ
ャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に放電する放電が微弱で短く起こるように、
各サブフィールドからスキャン電極（Ｙ）にランプアップリセットパルスが供給されてい
る間に、所定の時点（ｔ１）からランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（
Ｚ）に供給される。
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そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）はセットアップ期間の初期に基底電圧レベルを維
持してから、所定の時点（ｔ１）からはサスティンパネル（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ
）より低いレベルまで上昇する波形を有する。
【００７７】
従って、セットアップ期間のランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が供給される時点の以前
には、スキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスによって画面全体の
セル内でセットアップ放電が起こる。そして、ランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が供給
される時点（ｔ１）からはスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の放電が抑えら
れる。
【００７８】
ランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）を供給するため、サスティン電極（Ｚ）はセットアッ
プ期間の所定の時点（ｔ１）からランプアップリセットパルスがピーク電圧（Ｖｒ）に至
るまでフローティング状態を維持する。サスティン電極（Ｚ）がフローティング状態を維
持することで、サスティン電極（Ｚ）にランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が誘導される
。このとき、サスティン電極（Ｚ）は図９に示すエネルギー回収回路によりフローティン
グされる。
【００７９】
図９は本発明のＰＤＰ駆動でフローティングのためのエネルギー回収回路を示す回路図で
ある。
図９を参照すると、サスティン電極（Ｚ）に設けられるエネルギー回収回路はソースキャ
パシタ（Ｃｓ）と、第１～第４スイッチ（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４）と、第１及び第２ダ
イオード（Ｄ１，Ｄ２）と、インダクター（Ｌ）及びパネルキャパシタ（Ｃｐ）から構成
される。
ソースキャパシタ（Ｃｓ）はパネルキャパシタ（Ｃｐ）に充電された電圧により充電され
ると共に、自分に充電された電圧をパネルキャパシタ（Ｃｐ）へ供給する。
【００８０】
第１及び第２ダイオード（Ｄ１，Ｓ２）は電流の流れを制御する。
第１～第４スイッチ（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４）はコントローラ（図示せず）の制御信号
によってターンオン／ターンオフされる。
ランプアップリセットパルスのみ供給されるセットアップ期間の所定の時点（ｔ１）まで
は第４スイッチ（Ｓ４）がターンオンされ、サスティン電極（Ｚ）に基底電位（ＧＮＤ）
が供給される。
ランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が供給される上記した所定の時点（ｔ１）からは第４
スイッチ（Ｓ４）がターンオフされ、第１～第３スイッチ（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）もターン
オフ状態をそのまま維持する。それにより、サスティン電極（Ｚ）はフローティング状態
を維持する。
【００８１】
セットダウン期間には第３スイッチ（Ｓ３）がターンオンされ、サスティンパルス（Ｓｕ
ｓ）電圧レベル（Ｖｓ）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給される。
そして、第３スイッチ（Ｓ３）はアドレス期間までターンオンされ続け、サスティン電極
（Ｚ）にサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）と同一の直流電圧が維持され
るようにする。従って、各サブフィールドのセットダウン期間にはサスティンパルス（Ｓ
ｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）と同一の電圧レベルの直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供
給される。
【００８２】
図１０は本発明の第６実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、第１実施形態の
ように、セットアップ期間の一部の時点で（注意：以前の実施形態と異なって「ランプア
ップ」という用語がない）パルス（Ｚｒａｍｐ）を供給してスキャン電極（Ｙ）とサステ
ィン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。
【００８３】
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図１０の第６実施形態ではサスティン電極（Ｚ）に供給されるパルス（Ｚｒａｍｐ）がサ
スティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレベルまでだけ上昇した後、所
定の時間の間そのピーク電圧を維持する波形を有する。
そして、セットダウン期間には供給される直流電圧がサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧
レベル（Ｖｓ）と同一のレベルを維持する。
【００８４】
図１０の第６実施形態ではサスティン電極（Ｚ）にパルス（Ｚｒａｍｐ）が供給される時
点を次のように定める。
本実施形態では、各サブフィールドで壁電荷の生成を安定化させるために、セットアップ
期間の間にランプアップリセットパルスとフラットトップ直流電圧とが順次に供給される
。
セットアップ期間の初期にランプアップリセットパルスはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の
電圧レベルより高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する波形を有する。そして、続くセット
アップ期間の後期にそのピーク電圧（Ｖｒ）を維持するフラットトップ直流電圧がスキャ
ン電極（Ｙ）に供給される。
【００８５】
各サブフィールドでスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）との間の電圧差を減らす
ためのパルス（Ｚｒａｍｐ）はランプアップリセットパルスが供給されている間の所定の
時点（ｔ２）から供給される。特に、電圧差を減らすためのパルス（Ｚｒａｍｐ）が供給
されるように、サスティン電極（Ｚ）はセットアップ期間の所定の時点（ｔ２）からセッ
トアップ期間の終了時点までフローティング状態を維持する。
【００８６】
図１０の第６実施形態で、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減ら
すためのパルス（Ｚｒａｍｐ）は、上述したように、ランプアップ波形と直流波形を有す
る。即ち、ランプアップリセットパルスが供給されている間の所定の時点（ｔ２）からフ
ラットトップ直流電圧が供給され始める時点までは、基底電位からピーク電圧まで上昇す
るランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給され、フラッ
トトップ直流電圧が供給される時点からセットアップ期間が終了するまでそのピーク電圧
が維持される。
【００８７】
言い換えると、サスティン電極（Ｚ）はランプアップリセットパルスが供給され始める時
点から一定の時間の間基底電圧を維持する。以後、そのランプアップリセットパルスが供
給される所定の時点（ｔ２）からランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン
電極（Ｚ）に供給され、次いで、スキャン電極（Ｙ）にフラットトップ直流電圧が供給さ
れ始めると、サスティン電極（Ｚ）にはパルス（Ｚｒａｍｐ）のピーク電圧が続けて維持
される。
このように、セットアップ期間にサスティン電極（Ｚ）に供給されるパルス（Ｚｒａｍｐ
）はフラットトップ直流電圧がスキャン電極（Ｙ）に供給されている間に発生し得るスキ
ャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の不必要な放電を抑える。
【００８８】
セットダウン期間及びそれ以後の駆動は図８の第５実施形態と同様であるのでその説明は
省略する。
【００８９】
次は、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすためのパルス（Ｚ
ｒａｍｐ）がセットアップ期間にスキャン電極（Ｙ）へ供給されるランプアップリセット
パルスと同期されて供給される場合（第７～第１５実施形態）の例を以下に説明する。
【００９０】
図１１は本発明の第７実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、各サブフィール
ドのセットアップ期間にランプアップリセットパルスと同期するランプアップ波形のパル
ス（Ｚｒａｍｐ）をサスティン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン



(17) JP 4109098 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。
【００９１】
図１１を参照して本発明の第７実施形態をより具体的に説明すると、セットアップ期間に
はスキャン電極（Ｙ）にランプアップリセットパルスが供給され、そのランプアップリセ
ットパルスと同期するランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給
される。セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給
され、スキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サステ
ィン電極（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧（Ｖｓ）が供給される。即ち、そのランプダ
ウンリセットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される時点で正極性（＋）の直流電圧が
サスティン電極（Ｚ）に供給され始めて、そのランプダウンリセットパルスが負極性（－
）のリセットダウン電圧に至るまでその電圧レベル（Ｖｓ）を維持する。サスティン電極
（Ｚ）に供給される正極性（＋）の直流電圧のレベルはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電
圧レベル（Ｖｓ）と同一である。
【００９２】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルス
は、そのセットアップ期間にサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚ
ｒａｍｐ）の電圧レベル（Ｖｓ）より高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。上記したラ
ンプアップリセットパルスと比較して、サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップ
パルス（Ｚｒａｍｐ）はランプアップリセットパルスに比べて小さい傾きを有し、ピーク
電圧レベル（Ｖｒ＞Ｖｓ）がより低い。
【００９３】
上記のようにスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスによって全体
の画面の放電セル内でセットアップ放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）に供
給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）はスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ
）間の電圧差を低くする。
結局、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がス
キャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電
極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧はアドレ
ス期間にもその電圧レベル（Ｖｓ）を続けて維持する。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。
【００９４】
図１２は本発明の第８実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、各サブフィール
ドのセットアップ期間にランプアップリセットパルスと同期するランプアップ波形のパル
ス（Ｚｒａｍｐ）をサスティン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン
電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。これは、その電圧差を減
らすためのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）のピーク電圧レベル（Ｖｚ）がサスティン
パルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より小さいという点が上述した第７実施形態と異
なる。
【００９５】
図１２を参照して説明すると、セットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアップ
リセットパルスが供給され、そのランプアップリセットパルスに同期するランプアップパ
ルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給される。サスティン電極（Ｚ）に供給
されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）はサスティン期間に供給されるサスティンパル
ス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より低いピーク電圧（Ｖｚ）まで上昇する波形である。
【００９６】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、ス
キャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン電極
（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧が供給される。
即ち、そのランプダウンリセットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される時点で正極性
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（＋）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給され始め、そのランプダウンリセットパ
ルスが負極性（－）のリセットダウン電圧に至るまで続けて供給される。正極性（＋）の
直流電圧はサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より低い電圧レベル（Ｖｚ）であ
る。
【００９７】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルス
は、そのセットアップ期間にサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚ
ｒａｍｐ）の電圧レベル（Ｖｚ）は勿論、サスティン期間に供給されるサスティンパルス
（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。上記したラ
ンプアップリセットパルスと比較して、サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップ
パルス（Ｚｒａｍｐ）はランプアップリセットパルスに比べて小さい傾きを有し、且つピ
ーク電圧レベル（Ｖｒ＞Ｖｓ＞Ｖｚ）がより低い。
【００９８】
上記のようにスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスによって画面
全体の放電セル内でセットアップ放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）に供給
されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）はスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）
間の電圧差を低くする。
結局、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がス
キャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電
極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧はアドレ
ス期間にもその電圧レベル（Ｖｚ）を続けて維持する。
【００９９】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧（Ｖｚ）がサスティン電
極（Ｚ）に続けて供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧（Ｖｚ）が供給されて
いる間に、負極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。ま
た、その負極性（－）のスキャンパルスと同期する正極性（＋）のデータパルスがアドレ
ス電極（Ｘ）に供給される。そのスキャンパルスとデータパルスが供給されると、アドレ
ス放電を起こさせる程度の壁電荷が蓄積される。特に、スキャンパルスとデータパルスと
の電圧差がリセット期間に生成された壁電荷による電圧に加えられて、データパルスが供
給される放電セル内にアドレス放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）とスキャ
ン電極（Ｙ）の間には、上述したように、蓄積する壁電荷の残留量が少ないため、放電が
起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。
【０１００】
図１３は本発明の第９実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、最初のサブフィ
ールド（ＳＦ１）を除いた残りのサブフィールド（ＳＦ２～）のセットアップ期間にラン
プアップリセットパルスと同期するランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）をサスティ
ン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減ら
す例を説明するためのものである。
これは、その電圧差を減らすためのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）のピーク電圧レベ
ル（Ｖｄ）がサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より大きいという点と、
そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が最初のサブフィールド（ＳＦ１）には供給され
ないという点と、画面全体のセル内に残留する壁電荷を消去するための消去パルスが供給
されないという点とが上述した第７及び第８実施形態と異なる。
【０１０１】
図１３を参照して説明すると、第１サブフィールド（ＳＦ１）がサスティン電極（Ｙ）に
消去パルスが供給されないということを除いては、図２を通じて説明したものと同様に駆
動する。従って、第１サブフィールド（ＳＦ１）の駆動は説明を省略する。
但し、第１サブフィールド（ＳＦ１）が終了する時、放電セルに形成された壁電荷が除去
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されない状態が第２サブフィールド（ＳＦ２）に繋がる。
【０１０２】
次は第９実施形態による第２サブフィールド（ＳＦ２）の駆動について説明する。
【０１０３】
第２サブフィールド（ＳＦ２）のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアッ
プリセットパルスが供給され、そのランプアップリセットパルスに同期されるランプアッ
プパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給される。サスティン電極（Ｚ）に
供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）は基底電圧からサスティン期間に供給され
るサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より高いピーク電圧（Ｖｄ）まで上昇する
波形である。
【０１０４】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、ス
キャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン電極
（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧が供給される。即ち、そのランプダウンリセットパル
スがスキャン電極（Ｙ）に供給される時点で正極性（＋）の直流電圧がサスティン電極（
Ｚ）に供給され始め、そのランプダウンリセットパルスが負極性（－）のリセットダウン
電圧に至るまで続けて供給される。正極性（＋）の直流電圧はサスティンパルス（Ｓｕｓ
）の電圧（Ｖｓ）より高い電圧レベル（Ｖｄ）である。
【０１０５】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）へ供給されるランプアップリセットパルス
は、サスティン期間に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より
高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップ
パルス（Ｚｒａｍｐ）はランプアップリセットパルスに比べて大きい傾きを有し、且つサ
スティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）よりそのピーク電圧（Ｖｄ）が高い。
【０１０６】
上記したように、本発明では消去パルスが以前のサブフィールドで供給されないため、セ
ットアップ期間でスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間にサスティンパルス（
Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）だけ電圧差が発生すると、そのセットアップ期間でスキャ
ン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間にサスティン放電が発生する。
このとき、セットアップ期間に発生し得るサスティン放電を防止するために、サスティン
電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）の傾きをランプアップリセッ
トパルスのそれより大きくする。すると、ランプアップリセットパルスのピーク電圧（Ｖ
ｒ）からサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップリセットパルス（Ｚｒａｍｐ）
のピーク電圧（Ｖｄ）を減じた値はサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）よ
り低い。結局、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間にサスティンパルス（Ｓ
ｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）だけ電圧差が発生することがない。
【０１０７】
このようにサスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）によっ
てサスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がスキャ
ン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電極（
Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧はアドレ
ス期間にもその電圧レベル（Ｖｄ）を続けて維持する。
【０１０８】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧（Ｖｄ）が続けてサステ
ィン電極（Ｚ）に供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧（Ｖｄ）が供給されて
いる間に、負極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。ま
た、その負極性（－）のスキャンと同期される正極性（＋）のデータパルスがアドレス電
極（Ｘ）に供給される。スキャンパルスとデータパルスが供給されると、アドレス放電を
起こすことができる程度の壁電荷が蓄積される。特に、スキャンパルスとデータパルスと
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の電圧差がリセット期間に生成された壁電荷による電圧に加えられて、データパルスが供
給される放電セル内にアドレス放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）とスキャ
ン電極（Ｙ）の間には、上述したように、蓄積する壁電荷の残留量が少ないため、放電が
起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。特に、第２サブフィールド
（ＳＦ２）のサスティン放電が完了した後にも消去パルスは供給されない。
【０１０９】
図１４は本発明の第１０実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、最初のサブフ
ィールド（ＳＦ１）を除いた残りのサブフィールド（ＳＦ２～）のセットアップ期間にラ
ンプアップリセットパルスと同期するランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）をサステ
ィン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減
らす例を説明するためのものである。
【０１１０】
これは、その電圧差を減らすためのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）のピーク電圧レベ
ル（Ｖｄ）がサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より大きいという点と、
そのランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）が最初のサブフィールド（ＳＦ１）には供給され
ないという点と、画面全体のセル内に残留する壁電荷を消去するための消去パルスが供給
されないという点とが上述した第７及び第８実施形態と異なる。
【０１１１】
また、第１０実施形態を上述した第９実施形態と比較すると、第２サブフィールド（ＳＦ
２）のセットダウン期間とアドレス期間の間に供給される直流電圧のレベルがサスティン
パルスの電圧レベル（Ｖｓ）に下がって維持されるという点が第９実施形態と異なる。
【０１１２】
図１４を参照して説明すると、第１サブフィールド（ＳＦ１）はサスティン電極（Ｙ）に
消去パルスが供給されないということを除いては、図２を通じて説明したものと同様に駆
動する。従って、第１サブフィールド（ＳＦ１）の駆動は説明を省略する。
上述した第９実施形態と同様に、第１サブフィールド（ＳＦ１）が終了する時、放電セル
に形成された壁電荷が除去されない状態が第２サブフィールド（ＳＦ２）に続く。
【０１１３】
次は、第１０実施形態による第２サブフィールド（ＳＦ２）の駆動について説明する。
【０１１４】
第２サブフィールド（ＳＦ２）のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアッ
プリセットパルスが供給され、そのランプアップリセットパルスに同期されるランプアッ
プパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給される。サスティン電極（Ｚ）に
供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）は基底電圧からサスティン期間に供給され
るサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より高いピーク電圧（Ｖｄ）まで上昇する
波形である。
【０１１５】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、ス
キャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン電極
（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧が供給される。
即ち、そのランプダウンリセットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される時点で正極性
（＋）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給され始め、そのランプダウンリセットパ
ルスが負極性（－）のリセットダウン電圧に至るまで続けて供給される。その正極性（＋
）の直流電圧は、第９実施形態と異なって、サスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）
と同一の電圧レベル（Ｖｓ）である。
【０１１６】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルス
は、サスティン期間に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より
高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップ
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パルス（Ｚｒａｍｐ）はランプアップリセットパルスに比べて傾斜が大きく、且つそのラ
ンプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）のピーク電圧はサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベ
ル（Ｖｓ）より高い。
【０１１７】
上記のように本実施形態では、セットアップ期間に発生し得るサスティン放電を防止する
ために、サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）の傾きを
ランプアップリセットパルスの傾きより大きくする。すると、スキャン電極（Ｙ）とサス
ティン電極（Ｚ）の間にサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）だけ電圧差が
発生しないため、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が
抑えられる。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧はアドレ
ス期間にもその電圧レベル（Ｖｓ）を続けて維持する。
【０１１８】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧（Ｖｓ）が続けてサステ
ィン電極（Ｚ）に供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧（Ｖｓ）が供給されて
いる間に、負極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。ま
た、その負極性（－）のスキャンと同期される正極性（＋）のデータパルスがアドレス電
極（Ｘ）に供給される。そのスキャンパルスとデータパルスが供給されると、アドレス放
電を起こすことができる程度の壁電荷が蓄積される。特に、スキャンパルスとデータパル
スとの電圧差がリセット期間に生成された壁電荷による電圧に加えられて、データパルス
が供給される放電セル内にアドレス放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）とス
キャン電極（Ｙ）の間には、上述したように、蓄積する壁電荷の残留量が少ないため、放
電が起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述の駆動と同様に駆動する。特に、第２サブフィールド（
ＳＦ２）のサスティン放電が完了した後にも消去パルスは供給されない。
【０１１９】
図１５は本発明の第１１実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、最初のサブフ
ィールド（ＳＦ１）を除いた残りのサブフィールド（ＳＦ２～）のセットアップ期間にラ
ンプアップリセットパルスと同期するランプアップ波形のパルス（Ｚｒａｍｐ）をサステ
ィン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減
らす例を説明するためのものである。
【０１２０】
これは、ランプアップリセットパルスと同期するランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサ
スティンパルスの電圧レベル（Ｖｓ）より低いピーク電圧（Ｖ０）までしか上昇しない波
形であるという点と、そのピーク電圧（Ｖ０）がセットダウン期間とアドレス期間の間に
維持されるという点が第９実施形態と異なる。
【０１２１】
図１５を参照して説明すると、第１サブフィールド（ＳＦ１）はサスティン電極（Ｙ）に
消去パルスが供給されないということを除いては、図２を通じて説明したものと同様に駆
動するので、第１サブフィールド（ＳＦ１）の駆動は説明を省略する。
上述した第９実施形態と同様に、第１サブフィールド（ＳＦ１）が終了する時、放電セル
に形成された壁電荷が除去されない状態が第２サブフィールド（ＳＦ２）に続く。
【０１２２】
特に、第１１実施形態では第１サブフィールド（ＳＦ１）のサスティン期間のうち消去パ
ルスが供給される期間が遅延され、第２サブフィールドのセットアップ期間として用いら
れる。これに対しては以下でより詳細に説明する。
【０１２３】
第１１実施形態による第２サブフィールド（ＳＦ２）の駆動について説明すると、第２サ
ブフィールド（ＳＦ２）のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアップリセ
ットパルスが供給される。そして、そのランプアップリセットパルスに同期されるランプ
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アップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極（Ｚ）に供給される。これらの２つのパル
スは第１サブフィールド（ＳＦ１）のサスティン期間で消去パルスとして供給される最後
のサスティンパルスとして供給されたものである。言い換えると、第１サブフィールド（
ＳＦ１）のサスティン放電が起こった後に供給されるランプアップ波形の最後のサスティ
ンパルスがスキャン電極（Ｙ）及びサスティン電極（Ｚ）にそれぞれ供給される。
従って、スキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスと、サスティン電
極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）とは互いに同期して供給され、
同一の傾きで上昇する波形である。
【０１２４】
スキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスはサスティンパルスの電圧
レベル（Ｖｓ）から上昇して、サスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より高
いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する波形である。また、サスティン電極（Ｚ）に供給され
るランプアップパルスは基底電圧からサスティン期間に供給されるサスティンパルス（Ｓ
ｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低い電圧レベル（Ｖ０）まで上昇する波形である。
【０１２５】
このようにスキャン電極（Ｙ）にランプアップリセットパルスが供給されると、スキャン
電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に放電が発生することがあるが、スキャン電極（
Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスと同一の傾きを有するランプアップパルス
（Ｚｒａｍｐ）がサスティン電極に供給されるため、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電
極（Ｚ）の間にサスティン放電が発生しない。
【０１２６】
第２サブフィールド（ＳＦ２）のセットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウ
ンリセットパルスが供給され、スキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給
されている間に、サスティン電極（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧が供給される。即ち
、そのランプダウンリセットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される時点で正極性（＋
）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給され始め、そのランプダウンリセットパルス
が負極性（－）のリセットダウン電圧に至るまで続けて供給される。正極性（＋）の直流
電圧は第９実施形態と異なって、サスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より低い電
圧レベル（Ｖ０）であり、その電圧レベル（Ｖ０）はランプダウンリセットパルスのピー
ク電圧（Ｖｒ）からサスティンパルスの電圧（Ｖｓ）を引いた値である。
そして、そのセットダウン期間に全てのスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプダウンリ
セットパルスは、ランプアップリセットパルスのピーク電圧（Ｖｒ）より低い正極性の電
圧レベルから負極性のリセットダウン電圧まで下降する波形である。
【０１２７】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧（Ｖ０）が続けてサステ
ィン電極（Ｚ）に供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧（Ｖ０）が供給されて
いる間に、負極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。ま
た、その負極性（－）のスキャンパルスと同期される正極性（＋）のデータパルスがアド
レス電極（Ｘ）に供給される。そのスキャンパルスとデータパルスが供給されると、アド
レス放電を起こすことができる程度の壁電荷が蓄積される。特に、スキャンパルスとデー
タパルスとの電圧差がリセット期間に生成された壁電荷による電圧に加えられて、データ
パルスが供給される放電セル内にアドレス放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ
）とスキャン電極（Ｙ）の間には、上述したように、蓄積する壁電荷の残留量が少ないた
め、放電が起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。特に、第２サブフィールド
（ＳＦ２）のサスティン放電が完了した後にも消去パルスは供給されない。
【０１２８】
図１６は本発明の第１２実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、各サブフィー
ルドのセットアップ期間にランプアップリセットパルスと同期するランプアップ波形のパ
ルス（Ｚｒａｍｐ）をサスティン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティ
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ン電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。
これは、サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサステ
ィンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレベルのピーク電圧（Ｖｚ２）まで
上昇する波形であるという点と、セットダウン期間にサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧
レベル（Ｖｓ）より低いランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）のピーク電圧レベル（Ｖｚ２
）を維持するという点と、アドレス期間にはセットダウン期間に供給される電圧レベルと
異なるレベルの電圧が供給されるという点が上述した図１１の第７実施形態と異なる。
【０１２９】
図１６を参照して本発明の第１２実施形態をより具体的に説明すると、各サブフィールド
のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアップリセットパルスが供給され、
そのランプアップリセットパルスと同期されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）がサス
ティン電極（Ｚ）に供給される。
【０１３０】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルス
は、サスティン期間にサスティン電極（Ｚ）に供給されるサスティンパルスの電圧レベル
（Ｖｓ）より高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する波形である。また、サスティン電極（
Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）は基底電圧からサスティンパルスの
電圧レベル（Ｖｓ）より低いピーク電圧レベル（Ｖｚ２）まで上昇する波形である。その
ランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）はランプアップリセットパルスのランプの傾きを更に
小さくさせるため、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間に放電を減らす。そ
して、サスティン電極（Ｚ）に供給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）によってス
キャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差が低くなり、サスティン電極（Ｚ）
とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がスキャン電極（Ｙ）とアドレス
電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成される。
【０１３１】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、ス
キャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン電極
（Ｚ）には正極性（＋）の直流電圧（Ｖｚ２）が供給される。即ち、そのランプダウンリ
セットパルスがスキャン電極（Ｙ）に供給される時点で正極性（＋）の直流電圧がサステ
ィン電極（Ｚ）に供給され始め、そのランプダウンリセットパルスが負極性（－）のリセ
ットダウン電圧に至るまでにその電圧レベル（Ｖｚ２）を維持する。サスティン電極（Ｚ
）に供給される正極性（＋）の直流電圧はサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖ
ｓ）より低い電圧レベル（Ｖｓ＞Ｖｚ２）が維持される波形である。
【０１３２】
このように、セットダウン期間にサスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧がサスティ
ンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低いレベルを維持することで、アドレス放
電がより安定して発生する。より詳細に説明すると、セットダウン期間にスキャン電極（
Ｙ）に供給されるランプダウンリセットパルスにより減少する壁電荷量はサスティン電極
（Ｚ）に供給される直流電圧により左右されるため、そのランプダウンリセットパルスに
より減少する壁電荷の量を減らすためにサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ
）より低い電圧レベル（Ｖｚ２）の直流電圧がサスティン電極（Ｚ）に供給される。サス
ティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より低い電圧レベル（Ｖｚ２）の直流電圧
がサスティン電極（Ｚ）に供給されることにより、ランプダウンリセットパルスによる壁
電荷の減少量が減ってアドレス放電がより安定して発生する。
【０１３３】
上記のようにスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルスによって全体
の画面の放電セル内でセットアップ放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）に供
給されるランプアップパルス（Ｚｒａｍｐ）はスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ
）間の電圧差を低くする。
結局、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がス
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キャン電極（Ｙ）とアドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電
極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
【０１３４】
そして、アドレス期間にはセットダウン期間にサスティン電極（Ｚ）へ供給されていた直
流電圧のレベル（Ｖｚ２）より高い電圧レベル（Ｖｚ３）を維持する。そのアドレス期間
に供給される直流電圧はサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）と同一の電圧
レベル（Ｖｚ３＝Ｖｓ）である。
このように、アドレス期間にサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）に上昇し
た直流電圧をサスティン電極（Ｚ）に供給する理由に対しては図６の第３実施形態で説明
されている。
【０１３５】
アドレス期間からサスティン電極（Ｚ）に直流電圧（Ｖｚ３）が供給されている間に、負
極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。また、負極性（
－）のスキャンと同期される正極性（＋）のデータパルスがアドレス電極（Ｘ）に供給さ
れる。スキャンパルスとデータパルスが供給されると、アドレス放電を起こすことができ
る程度の壁電荷が蓄積される。
特に、スキャンパルスとデータパルスとの電圧差がリセット期間に生成された壁電荷によ
る電圧に加えられて、データパルスが供給される放電セル内にアドレス放電が起こる。こ
のとき、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間には、蓄積する壁電荷の残留量
が少ないため、放電が起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。
【０１３６】
図１７は本発明の第１３実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、最初のサブフ
ィールド（ＳＦ１）を除いた残りのサブフィールド（ＳＦ２～）のセットアップ期間に直
流電圧（Ｚｄｃ）をサスティン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン
電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。
その電圧差を減らすための直流電圧（Ｚｄｃ）のレベルはサスティンパルス（Ｓｕｓ）の
電圧レベル（Ｖｓ）と同一である。
そして、図１７の第１３実施形態では各サブフィールドから画面全体のセル内に残留する
壁電荷を消去するための消去パルスが供給されない。
【０１３７】
図１７を参照して説明すると、第１サブフィールド（ＳＦ１）はサスティン電極（Ｙ）に
消去パルスが供給されないということを除いては、図２を通じて説明されたものと同様に
駆動する。従って、第１サブフィールド（ＳＦ１）の駆動は説明を省略する。
但し、第１サブフィールド（ＳＦ１）が終了する時、放電セルに形成された壁電荷が除去
されない状態が第２サブフィールド（ＳＦ２）に続く。
【０１３８】
次は、第９実施形態による第２サブフィールド（ＳＦ２）の駆動について説明する。
【０１３９】
第２サブフィールド（ＳＦ２）のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアッ
プリセットパルスが供給されることは勿論、サスティン電極（Ｚ）に直流電圧（Ｚｄｃ）
が供給される。サスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚｄｃ）はサスティン期間
に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）と同一の電圧レベルの直流波形
である。
【０１４０】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）に供給されるランプアップリセットパルス
は、サスティン期間に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より
高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。サスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚ
ｄｃ）はランプアップリセットパルスより低いサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル
（Ｖｓ）である。
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このようにサスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚｄｃ）によってサスティン電
極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がスキャン電極（Ｙ）と
アドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電極（Ｚ）とスキャン
電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
【０１４１】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、そ
のスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン
電極（Ｚ）にはセットアップ期間に供給されていた正極性（＋）の直流電圧（Ｚｄｃ）が
同一の電圧レベル（Ｖｓ）で続けて供給される。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧（Ｚｄｃ
）はアドレス期間にもその電圧レベル（Ｖｓ）を続けて維持する。
【０１４２】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧（Ｚｄｃ）が続けてサス
ティン電極（Ｚ）に供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧（Ｚｄｃ）が供給さ
れている間に、負極性（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される
。また、その負極性（－）のスキャンパルスと同期される正極性（＋）のデータパルスが
アドレス電極（Ｘ）に供給される。
スキャンパルスとデータパルスが供給されると、アドレス放電を起こすことができる程度
の壁電荷が蓄積される。スキャンパルスとデータパルスとの電圧差がリセット期間に生成
された壁電荷による電圧に加えられて、データパルスが供給される放電セル内にアドレス
放電が起こる。このとき、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間には、上述し
たように、蓄積する壁電荷の残留量が少ないため、放電が起こらないか起こっても微弱で
ある。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。特に、第２サブフィールド
（ＳＦ２）のサスティン放電が完了した後にも消去パルスは供給されない。
【０１４３】
図１８は本発明の第１４実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、最初のサブフ
ィールド（ＳＦ１）を除いた残りのサブフィールド（ＳＦ２～）のセットアップ期間に直
流電圧（Ｚｄｃ）をサスティン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン
電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。特に、その電圧差を減ら
すための直流電圧（Ｚｄｃ）のレベルがサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ
）より低い（Ｖｚ）という点が上述した図１７の第１３実施形態と異なる。
そして、図１８の第１４実施形態でも各サブフィールドから画面全体のセル内に残留する
壁電荷を消去するための消去パルスが供給されない。
【０１４４】
図１８を参照して説明すると、第１サブフィールド（ＳＦ１）はサスティン電極（Ｙ）に
消去パルスが供給されないということを除いては、図２を通じて説明したものと同様に駆
動する。従って、第１サブフィールド（ＳＦ１）の駆動は説明を省略する。
但し、第１サブフィールド（ＳＦ１）が終了する時、放電セルに形成された壁電荷が除去
されない状態が第２サブフィールド（ＳＦ２）に続く。
【０１４５】
次は、第１４実施形態による第２サブフィールド（ＳＦ２）の駆動について説明する。
第２サブフィールド（ＳＦ２）のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアッ
プリセットパルスが供給されることは勿論、サスティン電極（Ｚ）に直流電圧（Ｚｄｃ）
が供給される。サスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚｄｃ）はサスティン期間
に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より低い電圧レベルの直流波形
である。
【０１４６】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）へ供給されるランプアップリセットパルス
は、サスティン期間に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より
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高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。従って、サスティン電極（Ｚ）に供給される直流
電圧（Ｚｄｃ）はランプアップリセットパルスより低い電圧レベル（Ｖｓ）である。
このようにサスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚｄｃ）によってサスティン電
極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がスキャン電極（Ｙ）と
アドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電極（Ｚ）とスキャン
電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
【０１４７】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、ス
キャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン電極
（Ｚ）にはセットアップ期間に供給されていた正極性（＋）の直流電圧（Ｚｄｃ）より高
いレベル（Ｖｓ）の直流電圧が供給される。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧はアドレ
ス期間にもその電圧レベル（Ｖｓ）を続けて維持する。
【０１４８】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧が続けてサスティン電極
（Ｚ）に供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧が供給されている間に、負極性
（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。また、その負極性（
－）のスキャンパルスと同期する正極性（＋）のデータパルスがアドレス電極（Ｘ）に供
給される。そのスキャンパルスとデータパルスが供給されると、そのスキャンパルスとデ
ータパルスとの電圧差がリセット期間に生成された壁電荷による電圧に加えられて、デー
タパルスが供給される放電セル内にアドレス放電が起こる。このとき、サスティン電極（
Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間には、上述したように、蓄積する壁電荷の残留量が少ない
ため、放電が起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。特に、第２サブフィールド
（ＳＦ２）のサスティン放電が完了した後にも消去パルスは供給されない。
【０１４９】
図１９は本発明の第１５実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図であって、最初のサブフ
ィールド（ＳＦ１）を除いた残りのサブフィールド（ＳＦ２～）のセットアップ期間に直
流電圧（Ｚｄｃ）をサスティン電極（Ｚ）に供給して、スキャン電極（Ｙ）とサスティン
電極（Ｚ）間の電圧差を減らす例を説明するためのものである。その電圧差を減らすため
の直流電圧（Ｚｄｃ）のレベルがサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より
低いレベル（Ｖｚ）という点は上述した図１８の第１４実施形態と同様である。
しかしながら、セットダウン期間及びアドレス期間にもサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電
圧レベル（Ｖｓ）より低いレベル（Ｖｚ）の直流電圧が続けて維持されるという点が図１
８の第１４実施形態と異なる。
そして、図１９の第１５実施形態でも各サブフィールドから画面全体のセル内に残留する
壁電荷を消去するための消去パルスが供給されない。
【０１５０】
図１９を参照して説明すると、第１サブフィールド（ＳＦ１）はサスティン電極（Ｙ）に
消去パルスが供給されないことを除いては、図２を通じて説明したものと同様に駆動する
。従って、第１サブフィールド（ＳＦ１）の駆動は説明を省略する。
但し、第１サブフィールド（ＳＦ１）が終了する時、放電セルに形成された壁電荷が除去
されない状態が第２サブフィールド（ＳＦ２）に続く。
【０１５１】
次は、第１５実施形態による第２サブフィールド（ＳＦ２）の駆動について説明する。
【０１５２】
第２サブフィールド（ＳＦ２）のセットアップ期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプアッ
プリセットパルスが供給されることは勿論、サスティン電極（Ｚ）に直流電圧（Ｚｄｃ）
が供給される。サスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚｄｃ）はサスティン期間
に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧（Ｖｓ）より低い電圧レベルの直流波形
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である。
【０１５３】
セットアップ期間に全てのスキャン電極（Ｙ）へ供給されるランプアップリセットパルス
は、サスティン期間に供給されるサスティンパルス（Ｓｕｓ）の電圧レベル（Ｖｓ）より
高いピーク電圧（Ｖｒ）まで上昇する。従って、サスティン電極（Ｚ）に供給される直流
電圧（Ｚｄｃ）はランプアップリセットパルスより低い電圧レベルである。
このようにサスティン電極（Ｚ）に供給される直流電圧（Ｚｄｃ）によってサスティン電
極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間に形成される壁電荷の蓄積量がスキャン電極（Ｙ）と
アドレス電極（Ｘ）に比べて相対的に小さく形成され、サスティン電極（Ｚ）とスキャン
電極（Ｙ）の間で発生し得る面放電が抑えられる。
【０１５４】
セットダウン期間にはスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給され、そ
のスキャン電極（Ｙ）にランプダウンリセットパルスが供給されている間に、サスティン
電極（Ｚ）にはセットアップ期間に供給されていた正極性（＋）の直流電圧（Ｚｄｃ）と
同一のレベル（Ｖｚ）の直流電圧が供給される。
そして、セットダウン期間からサスティン電極（Ｚ）に供給されていた直流電圧はアドレ
ス期間にもその電圧レベル（Ｖｓ）を続けて維持する。
【０１５５】
アドレス期間にはセットダウン期間から供給されていた直流電圧が続けてサスティン電極
（Ｚ）に供給され、サスティン電極（Ｚ）にその直流電圧が供給されている間に、負極性
（－）のスキャンパルスがスキャン電極（Ｙ）に順次に供給される。また、その負極性（
－）のスキャンパルスと同期される正極性（＋）のデータパルス（Ｄａｔａ）がアドレス
電極（Ｘ）に供給される。
スキャンパルスとデータパルスが供給されると、そのスキャンパルスとデータパルスとの
電圧差がリセット期間に生成された壁電荷による電圧に加えられて、データパルスが供給
される放電セル内にアドレス放電が起こる。
このとき、サスティン電極（Ｚ）とスキャン電極（Ｙ）の間には、上述したように、蓄積
する壁電荷の残留量が少ないため、放電が起こらないか起こっても微弱である。
続く次のサブフィールドでも上述したものと同様に駆動する。特に、第２サブフィールド
（ＳＦ２）のサスティン放電が完了した後にも消去パルスは供給されない。
【０１５６】
【発明の効果】
以上で説明したように、本発明によるＰＤＰ駆動方法は次のような効果が得られる。
【０１５７】
本発明ではスキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）間の電圧差を減らすパルスをセッ
トアップ期間にサスティン電極（Ｚ）に供給して、初期化期間にスキャン電極（Ｙ）とサ
スティン電極（Ｚ）の間で発生し得る放電を抑える。
従って、スキャン電極（Ｙ）とサスティン電極（Ｚ）の間で発生する放電による光の量が
最小化され、全体的なＰＤＰのコントラスト特性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のＰＤＰ駆動によるフレーム構成の一例を示す図面。
【図２】図１のフレームでＰＤＰ駆動による駆動波形の一例を示す波形図。
【図３】図２に示す矩形波形によるセットアップ期間とセットダウン期間の壁電荷の生成
形態を示す図面。
【図４】本発明の第１実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図５】本発明の第２実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図６】本発明の第３実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図７】本発明の第４実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図８】本発明の第５実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図９】本発明のＰＤＰ駆動でフローティングのためのエネルギー回収回路を示す回路図
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。
【図１０】本発明の第６実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１１】本発明の第７実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１２】本発明の第８実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１３】本発明の第９実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１４】本発明の第１０実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１５】本発明の第１１実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１６】本発明の第１２実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１７】本発明の第１３実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１８】本発明の第１４実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。
【図１９】本発明の第１５実施形態によるＰＤＰ駆動方法を示す図面。

【図１】 【図２】
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